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2003 年、武貞らによって、量子常誘電体 SrTiO3と KTaO3において、低温で紫外光照射による誘電
率の異常増加が報告された[1]。また 2014年、中西らによって、KTaO3に関して、X線を照射すること
による誘電異常とメモリー効果が見出された[2]。メモリー効果とは、一度 X 線照射をすれば、OFF に
しても、温度維持さえ行えば、試料は X線の照射量を記憶しているという現象である。本研究において、
SrTiO3の X線照射効果を測定し、量子常誘電性と誘電異常の関連性を深く検証した。 
図 1に、2.5~70Kで試料に X線照射した時
の電気容量 Cp の変化を示す。今回の測定で
は、2.5～50Kの温度領域で、Cpの増加なら
びにメモリー効果が確認された。Cpの飽和値
(12000s での電気容量)は 5K で最大となり、
その温度付近では X線照射中に Cp の大きな
振動も観測された。Cpの増大とメモリー効果
が、X 線照射下における格子欠陥等の生成に
よると考え、熱励起電流の測定を行った。図
2 が本研究での熱励起電流の温度依存性
(inset は 0～50K の拡大図)で、5 つのピーク
で構成されている。昇温速度𝛽、ピーク温度   
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のプロットを行えば、
傾きから欠陥準位の深さが計算できる[3]。
この測定結果から、欠陥準位の深さを見積
もったところ、2.9～88meVと評価された。
SrTiO3 のバンドギャップ値が 3.2eV なの
で、欠陥が浅い準位で生成されており、そこ
から電子が励起されることが誘電異常の原
因だと考えられる。 
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